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1. はじめに 

半導体デバイスの高速化に関して，Si/Si1-xGexヘテロ構造を用いてキャリア移動度の向上を図る

研究開発が進展している．我々はこれまでに，Si/Si1-xGex系多層膜成長方法として環境軽負荷型の

スパッタエピタキシー法を開発して，Si/Si1-xGexヘテロ構造を作製し，化学気相成長（CVD）法や

ガスソース分子線エピタキシー（GSMBE）法と比較しても遜色のない高い結晶性が得られる結晶

成長を実現した[1-3]．今回，本スパッタエピタキシー法を用いて，埋め込みチャネル型 p-MOSFET

を作製し，Ge組成比に伴う FET 特性の変化を取得した． 

2. 実験内容・結果 

n 型 Si(100)基板上に，我々が開発した超高真空対応マグネトロンスパッタ装置[1]を用いて，バ

ッファ i-Si層 30nm，チャネル圧縮歪 p-Si1-xGex層 30 nm，キャップ i-Si層 40 nmを成膜温度 520℃

で成膜し，ゲート絶縁膜 SiO210 nmをリアクティブスパッタ法にて成膜温度 300℃で成膜し，フォ

トリソグラフィ工程によってゲート長 8 µmの埋め込みチャネル型 p-MOSFET (Fig. 1)を素子化し

た．チャネル圧縮歪 p-Si1-xGex層の Ge組成比はそれぞれ 24，27，29 %として作製した．また，ゲ

ート電極として Niを，ソース・ドレイン電極として Auをそれぞれ堆積した．作製した素子のド

レイン I-V 測定結果の一例（Ge組成比 27 %）を Fig.2 に示す．また，それぞれの試料から取得し

た相互コンダクタンス（gm）を Fig.3に示す． 

本 FET の素子化の結果，すべての試料でドレイン電流の飽和特性，ゲート電圧による電流の制

御性を取得し，FET 特性を実現した．また，チャネル圧縮歪 p-Si1-xGex層の Ge 組成比の増加に伴

い，飽和電流値および gmは増大する傾向を取得した．これは，Ge 組成比の増加に伴い p-Si1-xGex

層の移動度が向上し，電流値および gmが増大したと考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. 本 FETの素子構造 
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Fig.2. ドレイン I-V特性（Ge組成比 24%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Ge組成比と gmの関係 
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